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摘要(译)

描述了用于形成OLED器件的方法。在OLED结构上沉积具有有机缓冲层
和设置在夹在阻挡层之间的有机缓冲层上的界面层的封装结构。在一个
示例中，该方法包括在其上设置有OLED结构的基板的区域上沉积第一阻
挡层，沉积具有由含有聚合物气体前体和含氟的第一气体混合物形成的
含氟等离子体的缓冲层在第一阻挡层上的气体，用包含聚合物气体前体
的第二气体混合物在缓冲层上沉积界面层，并在界面层上沉积第二阻挡
层。
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